














专利名称(译) 含呋喃的空穴传输材料
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优先权 60/404090 2002-08-16 US

其他公开文献 US7128983

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

含呋喃的式（I）化合物：Ar是芳基，杂芳基或低聚芳基; A是furyl; B是芳基或杂芳基; R1是氢，链烯基，炔基，芳基，杂芳基，环
基，杂环基或低聚芳基; R2是氢，烷基，烯基，炔基，芳基，杂芳基，环基或杂环基。该化合物可用作有机发光二极管器件中的空
穴传输材料。
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